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ジアリールエテン（DAE）膜表面が、光異性化反応に伴うガラス転移点（Tg）の大幅な変化に

より、Mg や Pb などの金属に対して金属蒸着選択性を示すことを報告してきた 1)。この原因は、

消色膜表面上で金属蒸気原子が吸着した後に弱いファンデルワールス力により離脱するためであ

るが、長時間蒸着を行った時に特定の時間の後に消色膜上でも堆積が始まる。本研究では、この

堆積閾値時間の存在と金属原子の核形成メカニズムを解明したので報告する。 

Fig. 1は DAE 着色膜・消色膜上への蒸着時間に対する Mg堆積量の結果を示す。消色膜上にお

いて同一条件下で長時間蒸着実験を複数回行うと、全て 200 s前後でMgの堆積が始まった。この

堆積閾値時間 tthが生じる現象を、核形成サイトと金属原子の拡散範囲を関連させたモデル（Fig. 2）

で考える。破線円で示された金属の拡散範囲内に核形成サイトが増加すると、特定時間後に金属

の堆積が開始する事となる。核形成サイト形成の原因を調べるため、as-depo の DAE 膜と、DAE

膜に Mgを連続蒸着後の Mg非堆積膜（stage II）の、結晶化の様子を比較した。as-depoのサンプ

ルは巨大な結晶子が形成されたのに対して、stage II のサンプルは小さな結晶子が多く見られた 

（Fig. 3a）。これは極微量の Mgと DAE 化学反応物が生成され、それが DAE 結晶化の核となって

いることが示される。さらに、化学反応物が結晶化の核に

なり得るかを確認するために、化学的に不活性な金属であ

る Au と活性な金属である Ca をそれぞれ DAE 膜上に微量

蒸着し、結晶化の様子を比較した（Fig. 3b）。Ca を堆積させ

たサンプルは stage IIのサンプルと同様に多くの小さな結晶

子が見られた。これらの結果は、stage IIのサンプル表面上

に化学反応物からなる核形成サイトが存在していることを

示している。 
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0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

00 50 100 150 200 250 300 350

M
g

 d
ep

o
si

ti
o

n
 q

u
a

n
ti

ty
 

o
n

 D
A

E
 s

u
rf

a
ce

 [
H

z]

Evaporation time [s]

Colored

Colorless

Selective metal-vapor deposition

tthI
II

III

Fig. 1 Mg deposition property on the 

colored and colorless DAE surfaces. 

Fig. 3(a) Crystallization of as-depo DAE film 

and the film in stage II.  
(b) Crystallization of DAE films after Au or 

Ca deposition. (Metal thickness: 1.5 nm) 

Fig. 2 Schematic illustration of relationship between 
increase in the number of nucleation sites and nucleation. 
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